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論文内容の要旨
本論文は，電気的に書き換え可能な半導体不揮発メモリである EAROM(Electrically Alterable 
Read Only Memory) において，新構造セルの提案を主題にして研究した成果をまとめたものである。
その内容は以下の 6 章から構成されている口
第 1 章では本研究の対象となるシリコンEAROMにおける従来の研究を概説し問題点を整理するo さ
らにマイクロコンビュータシステムへの応用という観点から，新しい EAROMセノレに望ま〆れる低電圧書
き換え可能性を中心とした特性を明らかにし，このセルを実現するために 10nrn程度の膜厚を持つリー








づく正電圧のみで書き換え可能な， EAROM セノレを設計し，実験により確認した。第 5 章では，前章ま

















本論文は電気的に書き換え可能な半導体不揮発性メモリ EAROM CElectrically Alterable Read 
Only l\1emory) の閥発研究の成果をまとめたものである。従来の EAROMではメモリの書き換えに正
負の高電圧を必要とし， LSI化が困難であった。本研究は乙の難点を解決するために，新しい構造の素
子を試作し，実用に耐える高性能の素子を実現させた。













延長する乙とに成却した。試作した素子は正の 1 5 V以下の低電圧で動作し，その記憶保持時聞は室温
で 1 0 年以上，メモリ書き換え回数は従来素子の 1 0 0 倍以上となった。そして，乙の素子の LSI 化を
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検討するため， 2 K ピットチップを試作し，所期の性能を得た。
乙のように，本研究はこれまで実用化が困難であった EAROMについて，画期的な性能の新しい素子
を開発したものであって，学位論文として価値あるものと認める。
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